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１．概要（Summary） 

 酸化グラフェン（GO）を還元するために，真空紫外

（VUV）光還元プロセスの開発を進めてきた．1 本課題で

は，これにより得られた VUV酸化グラフェン還元体（rGO）

を用いた FET を作製し，その電気特性評価を行う．加え

て，金ナノ粒子（AuNPs）と組み合わせて，新規な光電子

特性を発現する． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置（D-light，DL-1000GS），高

周 波 伝送特性測定装置 （ Keithley Instrument 

4200-SCSやマニュアルプローバー）． 

【実験方法】 

当研究室で，Si基板上に rGOまたはAuNPs-rGO複

合体を作製した．その上に，ナノハブ拠点でレジストを塗

布した後に，高速マスクレス露光装置により，電極パター

ンをレジスト上に転写した．現像したサンプルの上に，当

研究室で電極を蒸着した．その後，ナノハブ拠点で

Lift-offプロセスを行い，FETを構築した．高周波伝送特

性測定装置を用いて，FETの特性を評価した． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

rGOと rGO/AuNPsの AFM表面形状像を Fig. 1

の挿入図に示す．rGO は約 1 nm の厚さを有するた

め，単層 rGO シートである．一方，rGO/AuNPs 複

合体の場合には，高さ 20 nmの AuNPs粒子は見ら

れるが，rGO はそれに比べて薄いため，明確に観察

できなかった．光学顕微鏡で，300 nm SiO2付き Si

基板上に現れる rGO の特別なコントラストにより

rGO/AuNPsの位置を確認し，電極パタニーングを行

なった．できた rGO-FETと rGO-AuNPs-FETの出

力特性を調べた（Fig. 1）．VDS = 30 Vの場合に，rGO

の nA レベルの電流値に対して，rGO/AuNPs は μA

レベルの電流値が観察された．その原因は，AuNPs

の複合により，rGO面内にある分断した sp2ドメイン

が繋がって，キャリア伝導を向上したと推測した． 

 

Fig. 1 I/V characteristics of rGO-FET and 
rGO/AuNPs-FET at VG = 0 V．The insets show 
AFM images of rGO and rGO/AuNPs surfaces.  
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